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Rezumat:

Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizata pentru obtinerea straturilor subtiri InP pure cu parametri
electrofizici reproductibili inalti.

Procedeul propus consta in tratarea termica prealabila a sursei de indiu §i cresterea epitaxiala a straturilor in sistemul In-PCl;-H,,
tratarea termica prealabild a sursei de indiu fiind efectuata in vid.

Rezultatul tehnic al inventiei consta in purificarea sursei de indiu de impuritdti necontrolate si reducerea duratei de stabilire in
regimul de crestere a straturilor InP.
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